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【はじめに】 地球上に豊富に存在するスズ及び硫黄から構成されている硫化スズ(SnS)は、  

104 cm-1以上の高い光吸収係数や 1.3 eV 程度のバンドギャップを有し、特異な物性を示す層状

半導体であるため、次世代太陽電池の光吸収層材料等、様々なデバイス応用が期待されている[1][2]。
しかし、層状 SnS 薄膜は大面積での報告が少なく、異相制御が困難であることや、電気特性に未解

明な点が多いこと等が課題として挙げられる。そこで本研究では、大面積成長が可能な RF マグネト

ロンスパッタ法を用いて層状 SnS エピタキシャル薄膜を成長し、電気特性の評価を行った。 
【実験方法】 RF マグネトロンスパッタ法により、(100)MgO 基板及び c 面サファイア基板上に SnS エ

ピ膜を成長させた。スパッタターゲッ トには

SnS(Sn/S = 1.0)を用いた。その後、硫化法により熱

処理を行った。得られた試料に対して、XRD 測定及

びホール効果測定を行った。 
【実験結果及び考察】 サファイア基板上に成長させ

た典型的な SnS エピ膜の硫化前後の φ スキャン測

定結果を図 1 に示す。これより、マルチドメインでの

SnS のエピ成長が確認できる。MgO 基板上につい

てもエピ成長が確認された。次に、硫化前試料の移

動度の膜厚依存性を図 2 に示す。膜厚が厚いほど

移動度が低下する傾向が得られた。これは、膜厚の

増加に伴い、FM 型の層状成長から SK 型の 2.5 次

元成長へと変化したためと考えられる。また、いずれ

の試料についてもキャリアタイプは p 型であることが

確認された。 
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図 1. SnS エピタキシャル薄膜の 
φ スキャン測定 

 

図 2. SnS エピタキシャル薄膜の 
移動度の膜厚依存性 
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